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FIGURE 1

(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a CFET device, characterised in that it comprises: forming a
substrate of the double semi-conductor on insulator type, successively comprising, from the base to the surface thereof: a carrier substrate
(1), afirst electrically insulating layer (2a), a first monocrystalline semi-conductive layer (2b), a second electrically insulating layer (3a)
and a second monocrystalline semi-conductive layer (3b); forming slices from the surface of said substrate as far as the first electrically
insulating layer (2a) so as to form at least one fin (F), forming in each fin (F) a channel of a first transistor in the first semi-conductive
layer (2b) and a channel of a second transistor opposite the first transistor in the second semi-conductive layer (3b), forming the substrate
of the double semi-conductor on insulator type, comprising: a first and a second step of transferring a layer and thermal processing at a
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temperature which is sufficiently high to smooth the first monocrystalline semi-conductive layer to a roughness lower than 0.1 nm RMS.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'un dispositif CFET caractérisé en ce qu'il comprend : la formation d'un
substrat de type double semi-conducteur sur isolant comprenant successivement, de sa base vers sa surface: un substrat support (1), une
premiere couche (2a) électriquement isolante, une premicre couche (2b) semi-conductrice monocristalline, une seconde couche (3a)
électriquement isolante et une seconde couche (3b) semi-conductrice monocristalline; la formation de tranchées a partir de la surface
dudit substrat, jusqu'a la premicre couche électriquement isolante (2a), de sorte a former au moins une ailette (F), dans chaque ailette (F),
laformation d'un canal d'un premier transistor dans la premiére couche semi-conductrice (2b) et d'un canal d'un second transistor de type
opposé au premier transistor dans la seconde couche semi-conductrice (3b), la formation du substrat de type double semi-conducteur
sur isolant comprenant : une premiére et une deuxi¢me étape de transfert de couche et un traitement thermique a une température
suffisamment élevée pour lisser la premiére couche semi-conductrice monocristalline jusqu'a une rugosité inférieure a 0,1 nm RMS,



